Gléwnym celem badan prowadzonych w ramach tego projektu jest zbadanie zjawiska
szerokopasmowej indukowanej laserowo emisji (LIE) i towarzyszacego fotopragdu generowanego z
czystych i domieszkowanych lantanowcami potprzewodnikow GaN i AIN w formie nanoceramiki i
cienkich warstw zaréwno w zakresie widzialnym, jak i podczerwonym. Przewiduje sie, widma LIE
otrzymane z nanoceramik i cienkich warstw GaN i AIN moga by¢ przestrajalne pod wplywem mocy
wzbudzenia i dostarczanego pola elektrycznego. Emisja szerokopasmowa indukowana laserem jest
ostatnio intensywnie badana w r6znych nano- i mikrokrystalicznych materiatach ziem rzadkich. Do
tej pory wickszo$¢ badan prowadzono dla dielektrycznych zwigzkéw nanokrystalicznych
domieszkowanych  lantanowcami.  Znacznie mniej uwagi  po$wiecono  materiatom
poiprzewodnikowym. Azotek galu GaN jest waznym zwigzkiem potprzewodnikowym o szerokiej
przerwie energetycznej (3,4 e€V) do zastosowan w nowoczesnej elektronice. Do realizacji tego
projektu badawczego wybrano niedomieszkowane i domieszkowane lantanowcami pétprzewodniki
GaN i AIN. Powszechnie wiadomo, ze potprzewodniki, a w szczegolnosci GaN, to bardzo ciekawy
materiat, ktéry od wielu lat przyciaga uwage srodowiska naukowego na catym $wiecie z rd6znych
dziedzin nauki. Liczba publikacji na temat GaN stale ro$nic od poczatku XX wieku. O jego
popularnosci $wiadczy rowniez fakt, ze w 2020 roku ukazato si¢ ponad 6500 artykutéw dotyczacych
tego materialu (Scopus.com). Na przestrzeni ostatnich lat udowodniono, ze sposob przygotowania
GaN silnie determinuje jego wilasciwosci i mozliwosci aplikacyjne. Okazalo si¢, ze mozna go
stosowac w ogniwach slonecznych, detektorach UV o wysokiej czutosci, elastycznych urzadzeniach
elektronicznych czy tranzystorach o wysokiej ruchliwosci elektronow. Pomimo faktu, ze w literaturze
jest tak wiele publikacji na temat GaN, zgodnie z nasza najlepsza wiedzg istnieje tylko jeden artykut
dotyczacy generowania luminescencji szerokopasmowej indukowanej laserem podczerwonym o
duzej gestosci z tego potprzewodnika.

Otrzymane materiaty (czyste 1 domieszkowane lantanowcami) zostang szczegolowo
scharakteryzowane pod wzglgdem struktury i morfologii oraz ich wpltywu na wiasciwosci
spektroskopowe LIE zaréwno w zakresie widzialnym, jak i1 bliskiej podczerwieni. Dodatkowo
zostang wykonane pomiary w funkcji ggstosci mocy wzbudzenia i ci$nienia otaczajacego probke.
Badania obejma réwniez pomiary fotoprzewodnictwa. Prace badawcze zostang rozszerzone o
zbadanie wplywu réznych zrodet Swiatta na whasciwosci emisji. Ponadto zostang wytworzone cienkie
warstwy azotku metalu (czyste i domieszkowane lantanowcami). Zbadany zostanie wplyw r6znych
warunkow rozpylania na proces wzrostu cienkiej warstwy. Pomiary spektroskopowe obejmag badania
zalezno$ci intensywno$ci LIE od kilku parametrow materiatowych, takich jak wspotczynnik
absorpcji, grubo$¢ warstwy, rodzaj domieszki oraz jej stgzenie. Ponadto badanie dynamiki i
mechanizmow procesu LIE bedzie badane poprzez monitorowanie zmian wlasciwosci materiatlow (w
tym przewodnictwa elektrycznego, wspotczynnika odbicia, temperatury itp.). Pozwalali to na
$ledzenie dynamicznej odpowiedzi materiatdow w procesie generacji LIE i ustalenie relacji migdzy jej
intensywnoscig, a odpowiedzig materiatow. Po szczegdtowej analizie bedzie mozna okresli¢ czynniki
wplywajace na intensywno$¢ LIE.



